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Аннотация. Экспериментально исследована возможность создания детекторов радиации на основе поле-
вых транзисторов. В качестве информационного параметра выбран ток насыщения транзистора. По дан-
ным эксперимента наблюдается уменьшение тока насыщения стока полевых транзисторов с p–n-перехо-
дом в качестве затвора после радиационного облучения. В МОП полевых транзисторах при радиационном
дефектообразовании конкурируют два эффекта, поэтому результат радиационного воздействия значи-
тельно зависит от электрофизических свойств транзисторов до облучения и от поглощенной дозы облуче-
ния. Показано, что начиная с определенных значений поглощенной дозы облучения у всех образцов с ма-
лыми значениями концентрации электронов в канале ток насыщения увеличивается с увеличением погло-
щенной дозы облучения, а у всех образцов с большими значениями концентрации электронов в канале —
уменьшается. Полученные зависимости тока насыщения стока полевых транзисторов от дозы радиацион-
ного облучения позволили разработать простую конструкцию детектора малых уровней радиации. Для
уменьшения влияния температурных флуктуаций в датчике использована схема измерительного моста.
Путем использования двух пар полевых транзисторов с противоположным знаком радиационной чувстви-
тельности чувствительность такого детектора увеличивается в несколько раз.
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Современное развитие атомной промыш-
ленности, радиационной медицины, исследо-
ваний в области физики высоких энергий вы-
двигает на первый план разработку высокочув-
ствительных компактных детекторов ионизи-
рующего излучения. Радиационное воздейст-
вие приводит к изменению электрофизических
параметров всех полупроводниковых прибо-
ров [1], однако полевые транзисторы (ПТ) ока-
зываются наиболее чувствительными к иони-
зирующему облучению. Поэтому они стали ис-
пользоваться в качестве датчиков радиации
практически сразу после появления серийных
промышленных образцов ПТ с р-n-переходом
в качестве затвора (JFET) [2].

В настоящее время, с развитием новых
технологий, проводятся исследования как по
совершенствованию традиционных металл-ок-
сид-полупроводниковых (МОП или MOS) ра-
диационно-чувствительных ПТ (RADFET)
[3–5], так и по созданию новых специальных
конструкций, таких как с плавающим затвором
МОППТ (FG-MOS) [6], или ультрасовремен-
ных на основе наноструктур беспереходных с
окольцовывающим затвором радиочувстви-
тельных ПТ (JL GAA RADFET) [7]. Однако та-
кие детекторы радиации весьма дорогостоящи,
сложны в изготовлении и требуют дополни-
тельных, подверженных радиационным изме-
нениям вспомогательных элементов, посколь-
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